Problemas do tema 6

POLARIZACION BJT
1.

C.E.A.
Determinar o punto Q e a recta de carga no seguinte circuito. VBE = 0,6 V, hFE = 50.
VCC=18V
Ri=33k 3 $ Re=22k
R, =10k % Re=1k
Sol. I =61 pA; Ic=3,05 mA; Ve = 8,18 V.

2.

a. Vee=-1V

b. Vss=3V

Calcular o punto de polarizacion do transistor da figura para os seguintes casos
Vdd

Rc

Re

=

a)
b)

RESULTADOS:
VCE = 10V; Ic = 0mA.

DATOS: Vag = 10V; Res = 50KQ; Rc = 1KQ; B = 100; VBEconouccion = 0,7V; VCEsat = 0,2V.
VCE =5,4V; Ic = 4,6mA.
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3. O transistor de silicio (Vee = 0,7V) da figura ten unha hge = 50. Pidese:
a. Calcular s e Ic supofiendo Q en activa.
b. Demostrar que a anterior suposicion é incorrecta. Expriquese brevemente.
c. Calcular Ig e Ic supoiiendo Q en saturacion.
d. Demostrar que a anterior suposicion é correcta. Expriquese brevemente.

Vdd
DATOS: V4g= 25V; Vee = 10V; Rs = 40KQ; Rc= 15KQ y Re = 5KQ.

RESULTADOS: Ae
a) lg=0,0157mA, Ic =1,57mA.
i. V<02V Ves
c) lg=0,0708mA, Ic = 1,22mA. ‘[
d) 1z =0,0708MA > lg min = 0,024mA.

Re

REe

4. No circuito mostrado na figura, o transistor é de silicio con =40 e en reposo V¢e= 5V.
Pidese determinar o valor de R1:

DATOS: Vug = 24V, Rc = 10KQ y Re = 270Q0.
Vdd

Rc
R1

]
|

RE

RESULTADOS: R =96,77K
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5. No circuito da figura, determinar o valor minimo de Vi que satura o transistor.
DATOS: Vge = 0,7V; Vcesar = 0,2V, B = 40

+5V
3KQ
Vi
L
Q\g 27TKQ
40KQ
-10V
77 /7T
RESULTADOS: Vi = 18,1V
6. No circuito da figura, Vi é un sinal cadrado que varia entre 0 y 5V e o diodo é de

tipo Led. Deséxase que cando Vi sexa igual a 5V, polo diodo Led circule unha
corrente igual a 5mA e ademais que o transistor se atope ao limite entre a zona
de activa e saturacion. Calcular os valores de Rgy Rc para as condicions anteriores.
DATOS: Vdd = 10\/; 3 = 100; VV LED = 1,2V; VBE CONDUCCION = 0,7V; VCE sat = 0.2V.

Vdd

Vi Rse

RESULTADOS: Rg = 86KQ; Rc = 1,72KQ
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7. No circuito da figura, obter a representacion grafica de lg,Ic Vo cando V; varia
linealmente entre 0 e 2V.
DATOS: hFE = 50; Ve sat = O.ZV; Vge = 0,6\/; Rg = 10K; Rc= 2K.

RESULTADOS: +10V
|B =0
0<Vi<0,6V Ic=0
Vo = 10V Rc
-, _ Vi-06
Iy =%
0<Vis0,6V Io= 5Vi—3 .
Vo= —10Vi+ 16
rp. = V=06 Vi Re
B 10
osvisoev | lc=49mA
L Ve=0,2V

8. No circuito Darlington da figura, e desprezando as corrientes inversas
de saturacién, calcular: |c1, |31, |E1, IBZ; |cz, IEZ, |c, VCE-

DATOS: B1 = 49; B2 = 24; Vuq = 24V; |g = -100mA; Rc = 120Q

Rc

VCE

.\||"—.

le2=Ie

RESULTADOS:
|c1 = 3,92mA; ||31 - 0,0BITIA,' ||51 =4mA.
lcz = 96mMA; lga = 4mA:; | = 99,92mA.
V_=12,096V; |5 =1249; le=-0.998
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9. Determinar os valores de Ve Ic para os transistores do circuito da figura,
razoando en que rexion de funcionamiento estan traballando.
DATOS: B]_ = 50; BZ = 80; IVBEsatI = IVBEactI = O,GV; IVCEsatI = O,ZV.

+6V
RESULTADOS:

|31 = |Bz 0,2mA
|c1= |c2= 1mA
Vcer = -5,8V
chz = O,ZV

10. Ao transistor da figura aplicaselle unha tensién
cadrada de frecuencia 500 Hz e de amplitude entre
0y 6 V. Representar, a escala, a tension de saida
para os primeiros 3 ms cando se utiliza un transistor
con ganancia:

=100
Considerar o diodo ideal e o transistor->Vge=0,7 V,
VCEsat=O,2V;

11. Determinar o punto de funcionamento do transistor
(Vce; Ic).Obter a potencia disipada nos tres
semiconductores.

Datos: Transistor->Veg=0,7 V;
B=100;Zener->Vz=6,2 V, r=0 Q;
LED->V,=1V;

R1=220 ; R,=620 O;

Re = 24k(]

+18V

2k2

AAAA .
YVYY

Hg:

> A

+12V

Diep

4"
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12. Determinar o estado dos TRT do circuito da figura e calcular as correntes Ig, Ice as

Tﬂov

tensions V¢ dos dous TRT.

RESULTADOS:
lex= 9,8mA; lep = 10,32mA, Ve = 0; Vg, = 0,6V;
ch = 0,2V; |Bl = 10,9].1A; |c1 = 1,09mA,' VE1 = 5,8V.



